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	前言
	1范围
	本标准规定了窄切割道桥式整流器芯片的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
	本标准适用于本公司生产的窄切割道桥式整流器芯片。
	2规范性引用文件
	下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应
	GB/T 191 包装储运图示标志
	GB/T 2423.28 电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验T：焊锡
	GB/T 4937 半导体器件机械和气候试验方法
	GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽
	SJT 11398-2009 功率半导体发光二极管芯片技术规范
	3定义
	3.1窄切割道桥式整流器芯片
	包括对称布设的芯片组件、切割道等。芯片组件之间设置有切割道；芯片组件包括N+层、N层、P+层、切割道
	4要求
	4.1 表面质量
	芯片表面应无明显划痕，无沾污，无裂缝，边角完整，产品之商标、标识清晰完整。
	4.2 性能参数及功能
	芯片的性能应符合表1的规定。
	表1芯片性能参数指标
	项目
	性能参数
	反向耐压电压
	≥1200V
	正向电流
	≥20A
	反向恢复时间
	180-240ns
	软度因子
	0.6-0.8
	工作温度
	-50℃～＋50℃
	封装
	10-220/TO-247等多种封装形式
	4.3 芯片材料
	芯片半导体材料硅及封装材料应满足设计文件的要求。
	4.4 电耐久性
	施加规定的工作电压，到规定的时间后，去掉工作电压，试验后，功能指标应符合表1的要求。
	4.5 可焊性
	对窄切割道桥式整流器芯片进行可焊性试验，试验后，功能指标符合表1的要求。
	注：本试验并由封装厂进行。
	4.6 温度循环
	对封装后的样品，按最低和最高贮存温度进行空气-空气温度循环20次，试验后，功能指标符合表1的要求。
	注：本试验并由封装厂进行。
	4.7 冲击试验要求
	对封装后的样品进行冲击试验，试验后，功能指标符合表1的要求。
	注：民品不必有此项性能要求。
	4.8 封装
	有TO-220/TO-247等封装形式，芯片有特殊要求的尺寸按用户合同要求封装。
	5试验方法
	5.1 试验条件
	芯片的功能指标测量、环境试验及其他可靠性试验应在下列标准大气条件下进行：
	a）温度：20℃ ～ 25℃
	b）相对湿度：60% ～ 70%
	c）大气压力：101kPa ～ 102 kPa
	5.2 检验用的设备仪器
	检验用的设备仪器必须经计量单位鉴定合格，并在有效期内使用。检验用的设备、仪器的精度和量程必须满足有关
	5.3 表面质量
	在自然光线下目视观察。
	5.4 性能参数和功能
	5.4.1 性能参数的测试
	性能参数的测试按表2拟定测试项目、测试条件和方式以及测试标准输入测试程序进行，并且符合IEEE 11
	表2 测试规范
	项 目
	测定条件
	检测依据
	反向耐压电压
	IR=1mA
	1200V-1700V
	正向电流
	VF=2V
	10A-20A
	反向恢复时间
	IF=0.5A,IR=1A,IRR=0.25A
	40-300ns
	软度因子
	Tb/Ta
	0.6-0.8
	工作温度
	\
	-50℃～＋50℃
	封装
	\
	TO-220/TO-247等多种封装形式
	5.4.2 功能的测试
	功能的测试电路应符合企业产品测试规范按表2中规定的应用系统电路要求,在应用系统电路测试板上进行，对表
	5.5电耐久性
	将封装好的芯片加电工作168h进行试验。
	5.6 可焊性
	可焊性试验按GB/T 2423.28-2005的规定进行。
	5.7 温度循环
	温度循环试验按GB/T 4937-2018的规定进行。
	5.8 冲击
	冲击试验按GB/T 4937-2018的规定进行。
	注：军品才进行本试验。
	5.9封装
	在自然光线下目视检查。
	6检验规则
	6.1检验分类
	产品检验分为出厂检验和型式检验。
	6.2组批
	以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格产品为一组批。
	6.3出厂检验
	6.3.1产品出厂需经工厂检验部门逐批检验合格，方能出厂。
	6.3.2出厂检验项目包括本标准中的4.1-4.6所有项目。
	6.3.3出厂检验实行抽样检验，抽样检验方法GB/T 2828.1计数抽样检验程序一次性抽样方案的规
	表3抽样数量及判定组
	批量范围
	样本数
	合格判定数（Ac）
	不合格列定数（Rc）
	26〜50
	8
	1
	2
	51〜90
	13
	2
	3
	91〜150
	20
	3
	4
	151〜280
	32
	5
	6
	281〜500
	50
	7
	8
	501〜1200
	80
	10
	11
	1201〜3200
	125
	14
	15
	≥3201
	200
	21
	22
	注：26件以下应全数检验。
	6.3.4判定规则
	样本中发现不合格数小于等于表7规定的合格判定数（Ac），则判定该批产品合格；若样本中发现的不合格数大
	6.4型式检验
	6.4.1正常生产时每年进行一次型式检验；有下列情况时也应进行型式检验：
	a）新产品试制鉴定；
	b）正式生产时，如原料、工艺有较大改变可能影响到产品的质量；
	c）出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；
	d）产品停产12个月以上重新恢复生产时；
	e）国家质量监督机构提出要求时。
	6.4.2型式检验项目包括要求中的全部项目。
	6.4.3型式检验应从出厂检验合格产品中随机抽取，抽取数量应满足GB/T 2828.1—2012的要
	6.4.4判定规则
	当型式检验结果全部符合本标准要求时，判型式检验合格。若检验中出现任何一项不符合，允许加倍重新抽取样品
	7.1标志
	7.1.1产品外包装上的标志应至少有下列内容：
	a）产品名称；
	b）公司LOGO；
	c）外箱的长宽高尺寸；
	d）公司名称及地址；
	e）产品标准执行编号；
	f）产品合格标识。
	7.1.2包装箱上的包装储运图示标志按GB/T191的规定选择使用。
	7.1.3标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。
	7.2包装
	7.2.1 窄切割道桥式整流器芯片应按合同要求包装，使用防静电的包装材料。
	7.2.2 包装容器上的标志
	a）窄切割道桥式整流器芯片型号、规格及参数；
	b）包装符合7.1.1，含标准执行号、公司名称或商标、检验批识别代码等；
	c）包装应采取防静电措施，应有明显的防静电标识。
	注：芯片是静电敏感电子元件，芯片安装、传递和包装时应采取静电放电防护措施。
	——人体模式静电放电敏感度分级标志（见SJ/T 11398-2009 附录B）
	7.3运输
	产品在运输过程中应防止剧烈振动、冲击和保持包装完好，应有防止日晒、雨淋等防护措施。
	7.4贮存
	芯片应贮存于通风干燥（相对湿度小于80%）、洁净和温度适宜（0℃～40℃）环境中。

